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 ( 1403/ 23/02 :؛ دريافت نسخة نهايی 20/11/1402  :)دريافت مقاله

 چكیده

ثير ميدان مغناطيسی مورد بررسی قرار گرفته است. وابستگی چگالی حالات سطحی أتحت ت  CdS/ Si (p)مقاله، خواص فيزيکی سطح مادة در اين 

به ميدان مغناطيسی و دما مطالعه شده است. برای اولين بار، يك مدل رياضی برای تعيين وابستگی دمايی چگالی حالات   p Si(p)رسانای نوع نيمه

هووای تجربووی طيووی انوور ی فراينوودها بووا اسووتزاده از دادهسووازی  ، تحت ميدان مغناطيسی قوووی توسووعه داده شووده است.مدلرساناسطحی يك نيم

اند. امکووان دست آمدههای مغناطيسی قوی در گاف نوار سيليکون بهاست . مقادير تجربی فوق در دماهای پايين و ميدان  پيوستةسيليکون انجام شده

 محاسبة سطوح انر ی گسسته نشان داده شده است.
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